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【諸言】HfO2基強誘電体は、数 nm の膜厚でも優れた強誘電性を示すことから、ナノスケールで

の応用が期待されている。一方、圧電性に関する研究も注目されており、印加電圧に対して大き

な変位量を達成するために、1m を超える厚膜が求められている。1) しかし、膜厚増加に伴い、

常誘電相（単斜晶相）の形成が促進されるため、HfO2基強誘電体の厚膜化に関する報告は多くな

い。2) 我々は、膜厚 15nm の 0.1CeO2-0.9HfO2膜において強誘電性の観測に成功し、Ce 置換が強

誘電相（直方晶相）の形成に有効であることを見出した。3) 本研究では厚膜化を目指して、膜厚

100nmの 0.1CeO2-0.9HfO2膜を作製し、その電気特性と圧電特性を評価したので報告する。 

【実験】膜厚 100nmの 0.1CeO2-0.9HfO2膜は、スパッタリング法により(001)ITO//(001)YSZ 基板上

に室温で堆積した後、急速熱処理法により 900Cの窒素雰囲気下で 10分間の熱処理を施すことで

作製した。得られた膜について、結晶構造, 電気特性, 圧電特性を調査した。 

【結果】Figure 1(a)と 1(b)は、膜断面方向から観察した明視野像と電子線回折パターンを示してい

る。これより、膜厚 100nmの均一な膜が堆積していることが確認された。また、直方晶相に起因

した回折スポットのみが観察されたことから、Ce 置換は厚膜化に有効な手段であると分かった。

Figure 2は、同時測定された P-Eおよび S-Eループを示しており、強誘電性および圧電性に起因し

たヒステリシスループが観測された。また、P-E ループの形状からドメインピニングが生じてい

ることが分かった。さらに、S-E ループより見積もられた Smax/Emaxは約 8pm/V であった。以上よ

り、0.1CeO2-0.9HfO2膜において厚膜化および圧電体としての応用の可能性が見出された。 
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Fig. 1 Cross-sectional, (a)bright field image 

and (b)SAED pattern of 100 nm-thick 

0.1CeO2-0.9HfO2 film. 

Fig. 2 P-E and S-E curves measured at 10 

kHz for 100 nm-thick 0.1CeO2-0.9HfO2 film. 
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